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Si0 75Ge0 25UTA―Si200 5.6 62
Si0 6Ge0 4UTA―Si150 6.3 79
SiO.6GeO.4UTA―Si175 6.3








AFM測定では, RMSはSi0 75Ge0 25, SiO.6Ge0 4


























































































































の 緩 和 率
(%)
150 74 70 17
175 76 71 17
200 66 67 17


















の 緩 和 率
(%)
150 81 80 38
175 119 55
200
?
?
?
? 71 35
表 4。SiQ6GeQ4のそれぞれの緩和率
(2-6)まとめ
今回は,UTA―Siバッファー層の付着温度
を150℃,175℃,200℃と変え,その上にGe
濃度 0.25,0.4にしてSil xGex層を2000A蒸
着させた。このときの蒸着温度と組成比の違
いによる緩和率と平坦`性を,AFM,ロッキン
グカーブ,(004)逆格子マップ,(113)逆格子
マップを用いて評価した。UTA―Siバッファ
ー層の付着温度による平坦性の違い,組成比
の違いによる平坦性の違いは顕著に観測さ
れなかった。組成比を0。25から0。4にあげ
ても,結品質の SiGe層を作成することがで
きた。
本プロジェク トにおいて,最終的に高い
Ge濃度(x=0.4)においても,x=0.25の合金と
同様な結晶性,平坦性が得られた。緩和率に
注目すると,x=0。4の緩和率は面内方向で
x=0。25の時に比べ大きな緩和率を示した。
このことは,引つ張り歪 Si層を用いた高速
デバイスに非常に有用であることを示 して
いる。
(3)プロジェクトの成果
上のまとめでも述べたように,UTA‐Siを用いた成長法でSi上に緩和した歪の少ないSiGe合
金層を作成することができる。この方法は従来提案されている傾斜型の合金バッファー層,低温
合金バッファー層や傾斜型超格子バッファー層と比べ,厚さを大幅に減少させることができる,
という点で格段に優位であると考えられるだけでなく,x=0.4と言う高いGe濃度でもその結晶性,
平坦性を得ることが出来た。そして,それは,面内の格子定数が下地のSiからより離れているこ
とを意味する。この高濃度のSiGe合金層を使うことによつて,高速デバイスヘの期待につながる。
(4)プロジェクト成果の応用 ・効果 ・構想
このSiGe層の成長法については独自なものであり,アイデアとして十分に特許化できるもの
である。しかし,共同研究を進めている企業にとつては特許化だけでなく,特許の維持の問題が
あり,本件に対する特許化に対する考えが異なっている。
(5)利用施設
本報告書のX線回折にかかわるデータはVBL内の高分解能X線回折装置を用いて得られた
ものであり,その装置の性能を十分に活用している。
54
